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00 (57) Abstract: The invention relates to a device for depositing layers, particularly crystalline layers, onto substrates. Said device 
comprises a process chamber (2) arranged in a reactor housing (1) where the floor(3) thereof, comprises at least one substrate holder 
fs| (6) which is rotatably driven by a gas flow flowing in a feed pipe (5) associated with said floor. Said substrate holder is disposed in 
O a bearing cavity (4) on a gas cushion and held in place thereby. The aim of the invention is to technologically improve the design 
of a substrate holder which is rotatably mounted in a gas flow, particularly in a linear cross-flowing process chamber. Said bearing 
cavity (4) is associated with a tray-shaped element (8) arranged below the ouCflow (7) of the feed pipe (5). 

^ [Fortselzung auf dernachsten Seite] 



wo 02/38839 Al liiiililiH 



(84) Bestiinmuiigsstaaten (regional): ARIPO-Patenl (GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), 
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 
TM), europaisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, 
ES, H, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, ML, PT, SE, TR), 
OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, OA, GN, GQ, GW, 
ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Vereffentlicht: 

— mil internationalem Recherchenbericht 



vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche gellenden 
Frist; Verdffentlichung wird wiederhoU, falls Anderungen 



Zur Eriddrung der Zweibuchslaben-Codes und der anderen 
Abkurzungen wird auf die Erkldrmgen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regulOren Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammeiifassuiig: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abscheiden insbesondere kristaUiner Schichten auf insbeson- 
dere kristallinen Substraten, mit einer in einem Reaktorgehause (1) angeoidneten Prozesskammer (2), deren Boden (3) mindestens 
einen in einer Lagerausnehmung (4) auf einem Gaspolster getragenen, durch den das Gaspolster aufrechterhalten, durch eine dem 
Boden zugeordneten Zuleitung (5) stromenden Gasstrom drehangetrieben Substrathalter (6) tragt, und schlagt zur technologischen 
Weiterbildung des Konzeptes des auf einem Gasstrom drehgelagerten Substrathalters insbesondere in einer lineardurchstromten Pro- 
zesskammer vor, dass die Lagerausnehmung (4) einem uber der Austrittsoffnung (7) der Zuleitung (5) angeordneten Tablett (8) 
zugeordnet ist. 
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00001 

00002 CVD-Reaktor mit von einem Gasstrom cirehaelaqerten 

00003 und -angetriebenen Substrathalter 
00004 

00005 Die Erfindung betrifft eine Voirricditung zum Abscdieiden 

00006 insbesondere kristalliner Scdiichten aiif insbssondere 

00007 kristallinen Sijbstraten mit einer in einem Reaktorgehau- 

00008 se angeordneten Prozesskanmer, deren Boden mindestens 

00009 einen in einer Lageraiisiaelming auf einem Gaspolster 

00010 getragenen, durch den das Gaspolster aufreGhterhalte- 

00011 nen, durch eine dem Boden zugeordneten Zuleitung stro- 

00012 menden Gasstrom drehangetriebenen Substrathalter tragt. 
00013 

00014 Derartige Vorrichtungen werden verwendet, um beispiels- 

00015 weise Halbleiterschichten aus der Gasphase uber dem 

00016 Substrat zugeleiteten Reaktionsgasen abzusciieiden. 

00017 Dabei wird zufflindest der Boden der Prozes^canimer aufge- 

00018 heizt, so dass die Re^ktionsgase in der zuf olge der 

00019 Prozesskammerwandaufheiztmg erwazmten Gasphase sich 

00020 zersetzen und die Zersetzungsprodukte auf dem Substrat 

00021 kondensieiren. Aus der WQ 96/23913 ist beispielsweise 

00022 eine Vbrrichtung zum epitaktischen Wachstiim von Silici- 

00023 urrikarbid bekannt, bei welcher die PrDzesskammer von 

00024 einem Grafitrohr gebildet ist, welches mit Hbchfreqaenz 

00025 beheizt wird. Aus dieser Schrift ist es bekannt, das 

00026 Siibstrat nicht Tinmittelbar auf den Prozessfcaimnerboden 

00027 zu legen, sondem auf eine auf dem Boden liegende Plat- 

00028 te. 
00029 

00030 Aus der US 6,039,812 A ist ebenfalls ein CVD-Reaktor 

00031 zim Abscheiden von Siliciumkarbid vorbekannt . Dort ist 

00032 der Eingang der Prozesskanmer mittels eines Rohres mit 

00033 einem Gaseinlass-Systetci verbunden. 
00034 
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00035 Einen CVD-Reaktor mit auf einem Gaspolster drehgelager- 

00036 ten imd von dem Gasstrom drehangetriebenen Substrathal- 

00037 ter zeigt die US 4,961,399. Die Prozesskammer ist dort 

00038 zylindersyttimetrisch um ein Gaseinlassorgan angeordaet. 

00039 Dort sind insgesatnt fiinf drehbare Siabstrathalter vorge- 

00040 sehen. 
00041 

00042 Der Erfindung liegt die ftufgabe zugrunde, das Kanzept 

00043 des auf einem Gasstrom drehgelagerten Siibstrathalters 

00044 technologisch insbesondere in einer lineardurchstrorateii 

00045 Prozesskammer weiterzubildsn. 
00046 

00047 Gelost wird die Aufgabe durch die in den Anspriichen 

00048 angegebene Erfiiidung. 
00049 

00050 Der Anspruch 1 sieht zunachst und im Wesentlichen vor, 

00051 dass die Lagerausaiisnehmung einem uber der Austrittsoff- 

00052 ramg der Zioleitimg angeordneten Tablett zugeordnet ist. 

00053 Dieses Tablett kann bei einem ttmnelformigen, linear- 

00054 durchstromten Reaktor einseitig, insbesondere durdh die 

00055 stromabwartige Of fmmg der Prozesskammer entnomraen 

00056 werden, irni das Substrat auf dem Substrathalter zu wech- 

00057 seln. In einer bevorzugteii Weiterbildung der Erfindung 

00058 ist vorgesdhen, dass das T^lett mit einem Rin^wulst 

00059 ausgestattet ist- Dieser Ringwulst weist nach ixnten. 

00060 Innerhalb des vom Ringwulst xmigebenen Bereiches sind 

00061 bevorzugt Durchtrittsoffrtiingai vorgesehen, durch welche 

00062 das Gas, vjelches den Substrathalter tragt und drehan- 

00063 treibt, stromen kann. Bevorzugt liegt dieser Ringwulst 

00064 in einer einer Stufe des Prozesskammerbodens zugeordne- 

00065 ten Ringnut. Hierdurch ist eine Selbstzentrierung und 

00066 Halterung des Tabletts in der Stufe des Prozesskammerbo- 

00067 dens gewahrleistet . Der bevorzugt scharfkantig zulaufen- 

00068 de Ringwulst liegt dichtend auf dem Grand der Ringnut 

00069 auf, so dass sich zwischen der Oberflache der Stufe und 
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00070 
00071 
00072 



der Unterseite des Tabletts ein abgeschlossenes Voliimen 
ausbildet, in welches die Offnimg der Zuleitung miindet. 
Dieses Volumen dient zur Gasverteilimg des durch die 

00073 Offnung stromenden Gasstroms auf eine Vielzahl von 

00074 Durchtrittsoffnimgen, die in bekannter Weise in Spiral- 

00075 nuten des Bodens der Lagerausnehmung munden, urn so den 
Siibstrathalter zu lagem land drehanzutreiben. Die ZixLei- 
txing verlauft bevorzugt innerhalb eines den Boden aus- 
bildenden Graf itkorpers . Die Zuleitijng beginnt bevor- 

00079 zugt unterhalb der stromaufwartigen Prozesskainmerof- 
fnimg, so dass zwei Offnungen ubereinander angeordnet 
sind, an welche Gaseinlassrohre anschlieiSbar sind, lam 
die Reaktionsgase in die Prozesskammer bzw. ein Inert - 
gas der Zuleitung zuzufuhren. Diese beiden Sohrleitun- 
gen verlauf en parallel zueinander und entspringen einem 



0007S 
00077 
00078 



00080 
00081 
00082 
00083 
00084 
00085 
00086 
00087 
00088 
00089 
00090 
00091 
00092 
00093 
00094 
00095 
00096 
00097 
00098 
0009-9 
00100 
00101 
00102 
00103 
00104 



Eine eigenstandige erf inderische JJeiterbildung der 
gattmgsgemalSen Vorxicfatung sieht vor, dass der Boden 
von einem HohlTingsabscbnitt eines, ein im Wesentlichen 
rechteckiges InnenquersGhnittsprofil aufweisenden, 
insbesondere tnehrteiligen GrHfitrohr gebildet ist, 
wobei dem ersten Rohrende edja Gaseinlassorgan fur ein 
Oder mehrere Reaktionsgase zugeordnet ist tmd das zwei- 
te Rohrende eine Beladeof fnung fur die Prozesskammer 
ausbildet, und wobei vom Gaseinlassorgan ein Reaktions- 
gaaeinlassrohr bis zur stirnseitigen Of fnung der Pro- 
zesskammer und ein davon getrenntes Rohr bis zur darun- 
ter liegenden Offnung der Zuleitung ausgehen. 

Die Erfindung betrifft femer ein Verfahren zum Abschei- 
den insbesondere von Siliciuirikarbid mittels in die 
Gasphase gebrachter metallorganischer Verbindungen. 
Erf indungsgemaJS ist dabei vorgesehen, dass in der Pro- 
zesskammer ein Tablett angeordent ist. Dieses ist zum 
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00105 

00106 

00107 

00108 

00109 

00110 

00111 

00112 

00113 

00114 

00115 

00116 

00117 

00118 

00119 

00120 

00121 

00122 

00123 

00124 

00125 

00126 

00127 

00128 

00129 

00130 

00131 

00132 

00133 

00134 

00135 

00136 

00137 

00138 



Be- und Entladen der Prozesskammer mit den Substraten 
entnehnibar . 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erf indimg wird nachfolgend 
anhand beigefugter Zeichmmgen erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittdarstellimg durch einen CVD-Reak- 
tor. 

Fig. 2 sine vergroBerte Darstellung des Bodens der 

Prozesskainmer im Bereicdi deren strotnabwartigen 
Ende und 



Pig. 



3 einen Schnitt gemaB der Schnittlinien III- III 
ill den Piguren 1 land 2. 



Das A^fuhrungsbei^iel betrif ft einen CVD-Reaktor zum 
Abscheiden von SiliciTarikarbidscdiicdaten, wie er grund- 
satzlich aus der XB^ 6,03^i812 bzw. der WO 96/23913 
vorbekannt ist . Der Reafctor bfesitzt ein Reaktorgiehause 
1, welches als Quarzrohr ausgebildet ist . XJin dieses 
Quarzrohr befindet sich eine nicht dargestellte HF-Spu- 
le, xm die Prozesskammer aufzuheizen. Die Prozesskammer 
2 liegt innerhalb des ReaktorgehatKes imd besteht aios 
einetn mehiteiligen Qrafitroihr. Das Grafitrohr besitzt 
einen Boden 3 , welches von einem Graf itkorper 20 gebil- 
det ist. Die dberhalb dies Bodens 3 angeprdnete Pro- 
zesskammer 2 wird seitlich durch zwei Wande 22 be- 
grenzt, axif denen eine Decke 23 liegt. Dm das Gra- 
fitrohr 20, 22, 23 befindet sich eine Grafitschairai-Man- 
schette 21. An den beiden Stimseiten der Graf itkorper 
20, 22, 23 befinden sich Scheiben 24, 25, die atas massi- 
vem Grafit bestehen. 
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00139 Die am stromaufwartigen Ende 10 angeordaete Stimoff- 

00140 nung der Prozesskammer 2 ist mittels eines Reaktionsgas- 

00141 einlassrohres 12 mit einem Gaseinlassorgan 9 verbunden. 

00142 Durch dieses Reaktionsgaseinlassrohr 12 stromen die 

00143 Reaktionsgase in die Prozesskammer 2. 
00144 

00145 Unterhalb des Reaktionsgaseinlassrohres 12 befindet 

00146 sich ein Rohr 13, durch welches ein Inertgas geleitet 

00147 wird. Dieses Rohr 13 miindet in eine Offniang einer im 

00148 Prozesskammerboden 3 verlaufende Zioleitijng 5. Die Zulei- 

00149 tung 5 mundet in den Boden einer stroinabwarti^ Stufe 

00150 15 des Prozesskararaerbodens 3. 
00151 

00152 Auf der Stufe 15 ist ein Tablett 8 angeordnet. Die 

00153 Stufe 15 bildet eine die Austrittsoffnung 7 der Zulei- 

00154 tung 5 xomgebende Ringnut 17 . J^f dem Grund d^ Ringout 

00155 17 stiitzt sich ein Ringwulst 14 ab, der zur XMterseite 

00156 des Tabletts 8 gehort und scharfkantig ztilauft. Zusam- 

00157 men rait der Ringnut 17 bildet dieser Wulst 14 ein abge- 

00158 schlosseiies Volumen, welches eine Gasverteilkammer 27 
00153 ist. Aus dieser Gasverteilkammer 27 giehen Durchtrittsof - 

00160 fnungen 18 in eine Lagerausnehraung 4 des Tabletts 8. 

00161 Die Durchtrittsoffnungen 18 mikiden dort in rdcht darge- 
00152 stellte Spiralnuten, die in den Boden der Lageraxosnehm- 
00163 ung 4 eingearbeitet sind. 

00164 

00165 In der Lagerausnehraung 4 liegt ein kreisscheibenformi- 

00166 ger Substrathalter 6 ein. Der durch die Durchtrittsof- 

00167 fnungen 8 austretende Gasstrom hebt in bekaimter Weise 

00168 den Substrathalter 6 an. Zufolge der spiralartigen 

00169 Orientierung der Nuten wird der Substrathalter 6 von 

00170 dem Gasstrom nicht nur gelagert, sondem auch drehange- 

00171 trieben. Auf dem Substrathalter 6 liegt das nicht darge- 

00172 stellte, zu beschichtende Substrat auf. Es kann von 

00173 einem Siliciumkarbid-Ring 26 urageben sein. 
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00174 Das Tablett 8 besitzt einen Fortsatz, welcher aus dem 

00175 stromabwartigen Ende 11 der Prozesskarraner 2 heraiisragt. 

00176 Dieser Fortsatz besitzt eine Werkzeugangriffsoffnung 

00177 19, an welcher ein Werkzeug ansetzen kann, um dass 

00178 Tablett 8 aus der Prozesskammer 2 herauszunehmen . Hier- 

00179 zu muss das Tablett 8 zunachst angehoben warden, damit 

00180 der Ringwulst 14 aus der Nut 17 gelangt. Daini kann das 

00181 Tablett 8 rait samt dem darauf liegencJen Substrat±alter 

00182 6 aus der Prozesskananer 2 herausgenoramen warden. 
00183 

00184 Die Grafitkorper der Prozesskammer konnen mit Siliciiim- 

00185 karbid oder Tantalkarbid beschichtet sein. 
00186 

00187 Die Gasstromung in den beiden Rohrleitungen 12, 13 

00188 erfolgt parallel. Dementsprechend ist auch die Reakti- 

00189 onsgasstromung in der Prozesskammer 2 parallel gerich- 

00190 tet zu Stroraung des Inertgases in der Zfuleitung 5.. 

0019^1 

00192 Alle offei±)arten Merkmale sind (fur sicih) erfindungswe- 

00193 sentlich. In die Offenbarung der Aiiineldung wird hiermit 

00194 auch der Of feribarungsinhalt der zugehorigen/beigefugten 

00195 Prioritatsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) voll- 

00196 irihaltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale 

00197 dieser Unterlagen in ftnsprQche vorliegender Anmeldung 
0019S mit aufzunehmen. 
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00199 Anspriiche 
00200 

00201 1. Vorrichtung zum Abscheiden insbesondere kristalliner 

00202 Schichten auf insbesondere kristallinen Substraten, mit 

00203 einer in einem Reaktorgehause (1) angeordneten Pxo- 

00204 zesskaimier (2) , deren Boden (3) niindestens einen in 

00205 einer Lagerausnehraung (4) auf einem Gaspolster getrage- 

00206 nen, durch den das Gaspolster aufrechterhalten, durch 

00207 eine dem Boden zxigeordneten Zuleitxmg (5) stromenden 

00208 Gasstrom drehangetrieben Substrathalter (6) tragt, 

00209 dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerausnehraung (4) 

00210 einem uber der Austrittsoffnung (7) der Zuleitung (5) 

00211 angeordneten Tablett (8) zugeorxinet ist. 
00212 

00213 2- Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen- 

00214 den An^ruche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 

00215 zeichnet, dass das Tablett mit einem Dic±itwulst (14) 

00216 auf einer Stufe (15) eines deh Boden (3) bildenden 

00217 Grafitfcorpers (16) aufliegt. 
00218 

00219 3. Vorrichtung nach einem oder mekceren der vorhergehen^ 

00220 den An^riiche oder in^aesondere danach, dadurch gekenn- 

00221 zeichnet, dass der ringformige Dichtwulst (14) in einer 

00222 der Stufe (15) zugeordneten Ringnut (17) liegt. 
00223 

00224 4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen- 

00225 den An^riiche oder insbesondere danach, gekennzeichnet 

00226 durch versetzt zu der von der Ringnut (17) umgebenden 

00227 Austrittsof fnung (7) , von dem Dichtwulst (14) umgebende 

00228 Durchtrittsoffnungen (18) zum Durchtritt des Lagergas- 

00229 stromes in die Lagerausnehnung (4) . 
00230 

00231 5. Vorrichtimg nach einem oder mehreren der vorhergehen- 

00232 den Anspruche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 

00233 zeichnet, dass der Lagergasstrom in der Zuleitung (5) 
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00234 zur Stromung der Reaktionsgase in der Prozesskatraner (2) 

00235 gleichgerichtet flieSt. 
00236 

00237 6. Vorrichtung zijm Abscheiden insbesondere kristalliner 

00238 Schichten aiif insbesondere kristallinen S\ibstrateii rait 

00239 einer im Eeaktorgehause (1) angeordneten Prozesskammer 

00240 (2) , deren Boden (3) iidndestens edbaen in einer Lageratis- 

00241 nehmung (4) auf einen Gaspolster getragenen, durch den 

00242 das Gaspolster aufrechterhaltenen, durch eine dem Boden 

00243 zugeordneten Zuleitung (5) stromenden Gasstrom drehange- 

00244 triebenen Substrathalter (6> tragt, dadurch gekecinzeicda- 

00245 net, dass der Boden (3) von einem HoMuagsabsdhnitt 

00246 eines ein im Wesentlichen rechteckiges Innenquer- 

00247 sdbnittsprofil aufweisenden, insbesondere tneharteiligen 

00248 Grafitrohres (20, 22, 23) gpebildet ist, wdbei dem er- 

00249 sten Rohrende (10) ein Gaseinlassorgan (9) fur ein oder 

00250 mehrere Reaktionsgase zugebrdnet ist und das zweite 

00251 RcAirende (11) eine Beladeof fnung fur die Prozesskammer 
002&2 (2) ausbildet und wobei vara Gaseinlassorgan (9) ein 

00253 Reaktionsgas-Einlassrohr (12) bis zur stimseitigen 

00254 Of fnung der Prozesskammer (2) und ein davoa getrenntes 

00255 Rcdir (13) bis zur darunter liegenden Offnung der Zxilei- 

00256 tung ausgehen. 
00257 

00258 7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehen- 

00259 den Anspruche oder insbesc«ndere danach, dadurch gekenn- 

00260 zeichnet, dass das die Prozesskanraer (2) bildende Gra- 

00261 fitrohr (20, 22, 23) von einer Graiftschaum-Manschette 

00262 (21) umgeben ist. 
00263 

00264 8. Vorrichtung nach einem oder tnehceren der vorhergehen- 

00265 den Anspriiciie oder insbesondere danach, gekennzeichnet 

00266 durch vor der Stimseite des Grafitrohres (20, 22, 23) 

00267 und der Grafitschaum-Manschette (21) angeordnete Gra- 

00268 fitscheiben (24, 25). 
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00269 

00270 9. Verfahren zum Abscheiden insbesondere von Silicium- 

00271 karbit mittels in die Gasphase gebrachten metalloigani- 

00272 schen Verbind-ungen in einer in einem. Reaktorgehause (1) 

00273 angeordneten Prozesskattimer (2) , deren Boden (3) minde- 

00274 stens einen in einer Lagerausnehraung (4) auf einem 

00275 Gaspolster getragenen, durch den das Gaspolster auf - 

00276 rechterhalten, durch eine dem Boden zugeordneten Zulei- 

00277 fung (5) stromenden Gasstrom drehangetrieben Substrat- 

00278 halter (6) tragt, wdbei die Lagerausnehraung (4) eaxiem 

00279 uber der Austrittsoffnung (7) der Zuleifcung (5) angeord- 

00280 neten Tablett (8) zugeordnet ist, welches zum Be- und 

00281 Entladen der Prozesskaramer entriamnien wird. 



wo 02/38839 



PCT/EPOl/12311 




wo <»2/38839 



PCT/EPOl/12311 




wo 02/38839 



PCT/EPOl/12311 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


International Application No 

PCT/EP 01/12311 




A- CIJ^SIHCATION OF SUBJECT MATTER ' 

ir^ / LJUD^:o/iO LiuBi:b/14 






According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 
B, FIELDS SEARCHED 






Mimmum dooumenfation searched (classification system followed by classification symbiii) ^ ■ — 

IrL / C30B 


Documentation searched ofherthanmlnlmurn documentation to the e)rtentthat such docurnentsa.«inol^^^^ 


=,«u.on.c aaa oase consuitea dunng the international search (name of data base and. where practical, 

EPO-Internal 


earch terns used) 





C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 





Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


l^elevanttoclaimNo. 


A 


WO 89 00212 A (AIXTRON GMBH) 
12 January 1989 (1989-01-12) 
abstract 


1-9 


A 


WO 00 14310 A (RUPP ROLAND ; SIEMENS AG 
(DE); WIEDENHOFER ARNO (DE)) 
16 March 200© (2000-03-16) 
abstract 


1-9 


A 


WO 97 31134 A (ABB RESEARCH LTD ;NILSSON 
ROGER (SE); BERGE RUNE (SE); KORDINA OLL) 
28 August 1997 (1997-08-28) 
abstract 


1-9 


A 


EP 0 748 881 A (EBARA CORP) 
18 December 1996 (1996-12-18) 
the whole document 

-/__ 


1-9 



° Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 
^^|j^^^""'"'P"''''^''^^°"°''afsrthe international 

"L" document which may throw doubts on priority claim(s)or 
which IS cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document refening to an oral disclosure, use, exhibitibn or 
other means 



\X] Patentfamily members are listed in 



Date of the actual completion of the International search 

20 February 2002 



iflerthe international filing date 
- J - - conflict with the application but 

Pn^nfcn P"™"'^ mderlyingThe 

''^!SS'?°f|^'**''a';relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an invenhve step when the document is takenilone 

"^"SlJ^S^o'Pafticular relevance; the claimed invention 
cannot be ponsictered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more ofter si£h db2u- 
!S m?^ combinafion being obvious to a p • " 

"&" document member of the same patent family 



Name and mailing address of the IS 



European Patent Office. P.B. 581 8 Patentlaan 2 
NL-2280HVRiiswijk 
TeK (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Date of mailing of the international search report 

'ft 0iO2 



Authorized officer 



Ulrika Nilsson 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


InternationaRpplication No 

PCT/EP 01/12311 


C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category ° 


Citation of document, witti Indication, wliere appropnate, of tlie relevant passages F 


Relevant to claim No. 


A 


WO 88 10324 A (EPSILON TECHN INC) 
29 December 1988 (1988-12-29) 
abstract • 




1-9 


A 


WO 98 51844 A (APPLIED MATERIALS INC) 
19 November 1998 (1998-11-19) 
abstract 




1-9 



INfERNATIONAL SEARCH REPORT 

miprmanon on paieni ramiiy m 



. Patent document 
cited in search report 



WO 8900212 



InternationarApplication No 

PCT/EP 01/12311 



Patent family 
member(s) 



12-01-1989 



DE 
AT 
DE 
WO 
EP 
JP 
JP 
US 



3721636 Al 
82336 T 
3875947 Dl 
8900212 Al 
0324810 Al 
1503703 T 
2756573 B2 
4991540 A 



Publication 



12-01-1989 
15-11-1992 
17-12-1992 
12-01-1989 
26-07-1989 
14-12-1989 
25-05-1998 



WO 0014310 


A 


16-03-2000 


WO 
DE 
EP 
US 


0014310 Al 
19934336 Al 
1127176 Al 
2001052324 Al 


16-03-2000 
09-03-2000 
29-08-2001 
20-12-2001 




A 


28-08-1997 


US 
WO 


5674320 A 
9731134 Al 


07-10-1997 
28-08-1997 



JP 
JP 
JP 

DE 
DE 
EP 
US 



9003648 A 

9003649 A 

9003650 A 
69611952 Dl 
69611952 T2 

0748881 Al 
6022413 A 



07-01-1997 
07-01-1997 

07- 01-1997 
12-04-2001 
20-09-2001 
18-12-1996 

08- 02-2000 



WO 8810324 



29-12-1988 



4846102 A 
111969 T 
3851627 Dl 
3851627 T2 
3888736 Dl 
3888736 T2 
0296804 A2 
0368900 Al 
2679833 B2 
3500064 T 
8810324 Al 
50%534 A 
5044315 A 
5244694 A 
5261960 A 



11-07-1989 

15- 10-1994 
27-10-1994 

27- 04-1995 
05-05-1994 
17-11-1994 

28- 12-1988 
23-05-1990 
19-11-1997 
10-01-1991 

29- 12-1988 
17-03-1992 
03-09-1991 
14-09-1993 

16- 11-1993 



WO 9851844 



19-11-1998 



5133152 A 
0918887 Al 
2000516772 T 
396376 B 
9851844 Al 



17-10-2000 
02-06-1999 
12-12-2000 
01-07-2000 
19-11-1998 



Form PCTflSA/210 (patenl family annex) (July 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


Internationales Aktenzeichen 


A KLASSIFIZIERUNGDESANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IpFf f30B25/lO C30B25/14 

Nach der internationalen Patenlklassiiikation (IPK) Oder nach der nationalen Wasaflkatton und der IPK 




Reoherohierter Mindestprufstoff (Klassinkationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 C30B 


Reoherchierte aber nicht zum MindestprOfstoff gehorsnde VerSifentBchungen, soweil diese unter die recherohierten Gebiete fallen 


wahrend der internationalen Recherche konsulflerte elektronisohe Datenbank (Name der Datenbank und evtl. venwendete Suchbegnffe) 

EPO- Internal 


C. ALSWESENTUCHANGESEHENEUNTERLAGEN 




Kategorie° 


Bezeiohnung der VeiSffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betrachl kommenden Teile 


Betr. Ansprach Nr. 


A 
A 

A 

A 


WO 89 00212 A (AIXTRON GMBH) 
12. Januar 1989 (1989-01-12) 
Zusannenfassung 

WO 00 14310 A (RUPP ROLAND -.SIEMENS AG 
(DE); WIEDENHOFER ARNO (DE)) 
16. MSrz 2000 (2008-03-16) 
Zusairmenfassung 

WO 97 31134 A (ABB RESEARCH LTD ;NILSSON 
ROGER (SE) ; BER6E RUNE (SE) ; KORDINA OLL) 
28. August 1997 (1997-08-28) 
Zusarmienfassung 

EP 0 748 881 A (EBARA CORP) 
18. Dezember 1996 (1996-12-18) 
das ganze Dokument 

-/-- 


1-9 
1-9 

1-9 

1-^ 


Fx] 


tere VerSifentlichungen sind der Fottsetzung von Feld C m [xl Siehe Anhang Patentfamilie 
ehmen — 


•BesondereKategorienvonangegebenenV™ "'"I'rie^lfSrda'^ISSSra^^^^ 

•W Veroffentliohung, die den allgemeinen S^and der Technikdeftmert, Anmeldung nicht kollldiert. sondem nurzum VerstSndnisdesder 
aber nicht ais besonders bedeulsam anzuselien ist Erfindung zugmndeliegenden Prinzips oder der ihr zugmndeliegenden 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist 

Anmeldedatum veroffentlicht worden ist "X" VeroffenBichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchts Erfindung 

"L" Veroffentlichuna die geeignet ist, einen Prioritatsanspmch zweifelhaft er- kann allein aufgmnd dieser Veroffentliohung nicht als neu oder auf 
s*S^?u lassen, ode?S dfe das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischerTafigkeit beruhend betraohtet werden 
anderen im Recherchenbecicht genannten Ver8ffentlichung belegt werden «^ Veroffenffichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Ettindung 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grand angegeben ist (wie i^gnn nidit als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betraohtet 
ausgefuhrt) wenJen, wenn die Veroffentliohung mit einer oder mehreren anderen 

"O" Veroffentliohung, die sich auf eine mundliohe Offenbamng, Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fur sinen Fachmann naheliegend ist 

"P" Veroffentliohung, die vordem internationalen Anmeld^atum, aber nach . . veroffentliohung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
dem hfiansnruchtenPrioritatsdatum veroffentlicht worden ist '^•"■'«""'H.im..y.uie iv.iig..Buu«. 


Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 

2Q. Februar 2002 


Absendedatum des internationalen Recherohenberfchts 

1 1 Q^i. 02 


Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-228QHVRiiswiik 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


BevollmSchtigter Bediensteter 

Ulrika Nilsson 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


InternatiDnaies AKtenzeichen 

PCT/EP 01/12311 


C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorie" 


Bezeichnung der Veroffentliohung, soweit erforderlioh unter Angabe der in Betracht kDmmenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. 


A 
A 


WO 88 10324 A (EPSILON TECHN INC) 
29. Dezember 1988 (1988-12-29) 
Zusammenfassung 

WO 98 51844 A (APPLIED MATERIALS INC) 
19. November 1998 (1998-11-19) 
Zusamnenfassung 


1-9 
1-9 



INTERIMATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Veroffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehoren 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 81/12311 



Im Recherchenberioht 


Datum der 




Mitglied(er) der 


Datum der 


angefiiiirtes Patentdokument 


Veroffentlichung 




PstentferniliB 


Veroffentlichung 


WO 8900212 A 


12-01-1989 


DE 


3721636 Al 


12-01-1989 






AT 


82336 T 


15-11-1992 






DE 


3875947 Dl 


17-12-1992 






WO 


8900212 Al 


12-01-1989 






EP 


0324810 Al 


26-07-1989 






JP 


1503703 T 


14-12-1989 






JP 


2756573 B2 


25-05-1998 






US 


4991540 A 


12-02-1991 



WO 0014310 


A 


16-03-2000 


WO 


0014310 Al 


16-03-2000 








DE 


19934336 Al 


09-03-2000 








EP 


1127176 Al 


29-08-2001 








US 


2001052324 Al 


20-12-2001 


WO 9731134 


A 


28-08-1997 


US 


5674320 A 


. 07-10-1997 








WO 


9731134 Al 


28-08-1997 


EP 0748881 


A 


X8- 12- 1996 


JP 


9003648 A 


07-01-1997 








JP 


9003649 A 


07-01-1997 








JP 


9003650 A 


07-01-1997 








DE 


69611952 Dl 


12-04-2001 








DE 


69611952 T2 


20-09-2001 








EP 


0748881 Al 


18-12-1996 








US 


6022413 A 


08-02-2000 



WO 8810324 A 29-12-1988 



US 


4846102 


A 


11-07-1989 


AT 


111969 


T 


15-10-1994 


DE 


3851627 


Dl 


27-10-1994 


DE 


3851627 


T2 


27-04-1995 


DE 


3888736 


Dl 


05-05-1994 


DE 


3888736 


T2 


17-11-1994 


EP 


0296804 


A2 


28-12-1988 


EP 


0368900 


Al 


23-05-1990 


JP 


2679833 


B2 


19-11-1997 


JP 


3500064 


T 


10-01-1991 


WO 


8810324 


Al 


29-12-1988 


US 


5096534 


A 


17-03-1992 


US 


5044315 


A 


03-09-1991 


US 


5244694 


A 


14-09-1993 


US 


5261960 


A 


16-11-1993 



WO 9851844 A 19-11-1998 US 6133152 A 17-10-2080 

EP 0918887 Al 02-06-1999 

JP 2000516772 T 12-12-2889 

TW 396376 B 01-07-2000 

WO 9851844 Al 19-11-1998 



